SILIZIUM - SCHOTTKY - BARRIER -
MIKROWELLEN - DETEKTORDIODE

Mechanische Daten:

Gehduse: = JEDEC D0-23

BAV 46

0,25
MaBangaben in mm. f -
6,1 5,6 2,39
,max ’max ’I ¢2.31.
T 4sel.
93 0,76
9,0 ™ max
4,83
[0 o
2012 457
19,81 VD 720127
Zubehor:
Klammer 56 321
6,35
F‘s,zs—’
752 _|. — 6,35
#7742 #6258
e {
"‘2'%_” vz720120
Kurzdaten:
Empfindlichkeit im X - Band s = 1 pA/pw
1/f - Rauschen bei f = 1 kHz F = 10 dB
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 9.71
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BAV 46

Absolute Grenzwerte:

HF - Spitzenenergie: EHF M = max. 0,2 erg
Impuls-Spitzenleis¢ung (f = 9,375 GHz, tp = 0,5 us): PM = max., 1,0 W
Umgebungstemperatur: 3U = min. -55 °C
8; = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: OS = min. -55 °C
es = max. 150 °C
Kennwerte: (bei 8y = 25°c)
1/f - Rauschen <
bei f = 1 kHz, B = 50 Hz, I = 30 pA: F = 10 (= 15) 4B
Empfindlichkeit
bei I = 30 pA, 1 uW bei f = 9,375 GHz, Ry < 100 g, 5
gemessen in Halterung JAN-106: =1,0 (=0,8) pA/uW
Tangential - Empfindlichkeit
bei B = 2 MHz: S = 52 dBm
ZF t
ZF - Impedanz
bei I, = 30 pa: Z,p = 850 Q
Welligkeitsfaktor
bei IF = 30 pA, 1 uW bei f = 9,375 GHz, RL = 15 Q, <
gemessen in Halterung JAN-106: s = 3 (=5)
vgranss 11ss_
50 TTTTTTT 1] H
TTTTTT
St f 29,375 GHz| ,
Bsez  2MHz
@Bm) z - F
(Q)\
oy
. \\
50 1000 ~
" N
\\
] N
] N
N
40 100 »
I
]
3oLl 10
0 50 I (A) 100 10 100 I (uA) 1000
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER
ANDERUNGEN VORBEHALTEN

BAW 95

SILIZIUM - SCHOTTKY - BARRIER - MISCHDIODEN

2ur Verwendung im X - Band

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall + Keramik, D0-23

MaBangaben in mm.

A
b [ K i ¥
AL ¢Q%0__“_ _ i B ¢zms¢&ms
7,417 76,28 2,337 max
]
VY 720031
5,055 4,826
1,448 802 0,762 R
t1es™ max ™
19,888
. 19,126
Kurzdaten:
Umgebungstemperatur %U = max. 150 °c
BAW 95 D BAW 95 E BAW 95 F
Rauschzahl bei f = 9,375 GHz F = 7,8 7,2 6,8 dB
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12:69
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BAW 95

Absolute Grenzwerte:

Verlustleistung,
Spitzenwert bei f = 9,3 GHz, tp = 0,5 ps: PM max. 1 W
Umgebungstemperatur: $U min. -65 °C
0
SU max. 150
Lagerungstemperatur: $S = min. -65 °
8s = max. 150 °C
. 0
Kennwerte: (bei &U = 25°¢C) BAW 95 D BAW 95 E BAW 95 F
ZF-Impedanz: Zyp = 300 (250...400) Q
Welligkeitsfaktor 1)
bei f = 9,375 GHz, <
Ry =15 Q, I) = 1 mA: s = 1,3
2
Rauschzahl ©)
bei f = 9,375 GHz, _
R =15 0Q, T, = 1 mA: F = 7,8 752 ’ dB
8,2 7,5 T, dB
1
) bezogen auf Fassung JAN-106
2 . . . :
) einschlieBlich Fyp = 1,5 dB bei f,. = 45 Mz
1249 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



BAY 96

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - IEISTUNGS - VARAKTORDIODE

~ fiir Frequenzvervielfacher
mit Ausgangsfrequenzen bis ca. 500 MHz
und Eingangsleistungen bis 40 W

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC D0O-4

Die Katode ist mit dem
Metallgehluse verbunden,

MaBangaben in mm,

|#——31,8 max ———»
10-32UnF-24[ ) '
] - f ] B #79
32max |*
K — AT ¥
- T
1,8
33 1 e T
max max VY 720032
ra—11,1 — 414-
max
Kurzdaten:
Sperrspannung Up = max. 120 v
Verlustleistung bei $; = 100 °c P = max. 10 W
Sperrschichttemperatur %5 = max, 175 oc
Kapazitlit bei Up = 6 V, £ = 1 MHz c = 28...39 pF
Serienwiderstand bei Up = 6 V, f = 400 MHz Ry < 1,2 @
Grenzfrequenz fg = 25 GHz
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12.69



BAY 96

Absolute Grenzwerte: (giltig bis 33 p..)

Sperrspannung:
Verlustleistung:
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Geh#use:

UR = max.
P = max.
SJ = max.
3g = min,
Ss = max,

120 V
20 W
175 °c
-65 ¢
175 °c

Ryy ¢ = 705 gra/w

30
- Pmax
(W)
20
10
0
0 50 100 150 g (°c) 200
Kennwerte:
Kapazitht bei Up = 6 V, f = 1 MHz: c = 28,,.39 pF*%)
Serienwiderstand bei Up = 6 V, f = 400 MHz: Rg = 0,9 (é 1,2) 2 %)
Grenzfrequenz bei Up = 120 V: gy = 25 cHz 1)
+ - 1 - 1
) AQL = 0,65 % ) £, E_E_Eﬁg
1.69 VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN



BAY 96

Betriebswerte als Frequenzverdreifacher von 150 MHz auf 450 MHz:

Wirkungsgrad bei Eingangsleistung Py = 25 W: n =64 (260) %
50Q 50Q
O0—4
L
C
. R
Eingang ;£C Ausgang
1
(o2 . L : *—0
R = 100 kp Ly = 6,5 Wdgn. 1,3 mm Cu,
€y = 7...100 pF Linge 14,3 mm, Innen- # 7,5 mm
Co = 2...13 pF Lo = 2 Wdgn. 2 mm Cu,
C3 = 2...13 pF Linge 7,9 mm, Innen~ § 6,7 mm
Cqy = 2...13 pF : Lg = Kupferband 0,5 mm x 6,3 mm,
Cy = 2...25 pF Lénge 25,4 mm, Chassis-Abstand 14,3 mm

80

n

(%)

4t
60 =NuE
Py

a4 2 &y

© < 40
N

20

20 - 30 A (W) “
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 1.69
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Diffundierte, ox

yd-passivierte

SILIZIUM - DRUCKKONTAKT - ALLZWECKDIODE

Mechanische Daten:

Gehliuse: Hartglas, SO0D-17

BAX 14

[ 254min == g:‘%iTzsﬁmh 2036

Farbkennzeichnung: 52"0 ) _ i

breiter Farbstreifen braun m%L———————ﬁ—— !

an der Katodenseite U.... n'?é.x U

schmaler Farbstreifen 1b g B wnoo

ge la-76min—

MaBangaben in mm.
Kurzdaten:
Sperrspannung, Mittelwert UB Ay = max. 20 V
Sperrspannung, Scheitelwert UR M = max. 40 V
Durchlafistrom, Mittelwert IF Ay = mex. 350 mA
Durchlafistrom, Scheitelwert IF M = max. 2 A
Sperrschichttemperatur SJ = max. 200 °c
DurchlaBspannung bei IF = 300 mA, 6J = 25° UF % 1,1V
Sperrstrom bei Up = 20 V, &) = 25°¢ I, = 100 nA

VALVO HALBLEITERDIODEN
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BAX 14

Absolute Grenzwerte: (giltig bis 8; max)
.Sperrspannung, H;ttelwert: Uh AV = max. 20 V
Sperrspannung, Scheitelwert: Uk M = maX. 40 V
DurchlaB-Gleichstrom: IF = max. 500 mA
DurchlaBstrom, Mittelwert (t _ < 20 ms): Ip ,y =max. 350 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert: IF M max. 2 A
tberlastungs-StromstoB (t = 10 ms): ip gtop = WAX. 6 A
Sperrschichttemperatur: 0J = max. 200 °C
Lagerungstemperatur: ss = min. -65 °C
QS = max. 200 °C
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: By < 0,3 K/mW
Kennwerte: bei BJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
bei IF = 1 mA: UF = 540...600 mV
bei I, = 300 mA: 1) = 0,8...1,1 V
¥ 0 F <
bei IF =2 A, eJ = 150 C: UF = 2,0 v
Sperrstrom
bei Un =20 V: IR s 100 nA
; o, <
, bei UB =20V, sJ = 150 C: IR = 100 A
Kleinsignalkapazitédt
bei Up = 0, £ = 1 MHa: c =25 (£ 35) pF
Sperrverzégerungszeit
beim Umschalten von I, = 30 mA
auf I, = 30 mA (nL=foo Q), <
gemessen bei in = 3 mA: t = 50 ns
rr
777 VALVO HALBLEITERDIODEN

84



SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - ALLZWECKDIODE

Mechanische Daten:

BAX 14 A

Gehduse: Glas, JEDEC D0-35 6185 9056
max max
Die Katodenseite
ist farbig gekennzeichnet. .&
MaBangaben in mm. }
5 254
254 4,25 ,
min max min VF72 0200
Kurzdaten:
Sperrspannung, Mittelwert UR Ay = max. 20 V
Sperrspannung, Scheitelwert UR M = max. 40 V
DurchlaBstrom, Mittelwert IF Ay = max. 400 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = max. 2 A
Sperrschichttemperatur 9J = max. 200 °C
DurchlaBspannung bei I, = 300 mA, 9 = 25°C ug S 0,95 V
Sperrstrom bei U, = 20 V,- §_ = 25°¢ I é 100 nA
R J R
7.77

VALVO HALBLEITERDIODEN
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BAX 14 A

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 8 nax)
Sperrspannung, Mittelwert: UR Ay = max. 20
Sperrspannung, Scheitelwert: UR M = max. 40
DurchlaB-Gleichstrom: IF = max. 500
: < . _
DurchlaBstrom, Mittelwert (tav = 20 ms): IF Ay = max. 400
DurchlaBstrom, Scheitelwert: IF M = max. 2
Uberlastungs~StromstoB (t = 10 ms): ip gtop = WMAX- 6
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 200
Lagerungstemperatur: OS = min. -65
OS = maXx. 200
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 0,38
Kennwerte: bei 8J = 2500, sofern nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
bei IF =1 mA: UF = 520...580
bei IF = 300 mA: U = 750...950
. o ¥ <
bei IF =2 A, eJ = 150 C: UF = 1,4
Sperrstrom <
bei UR =20 V: . R = 100
i o, S
bei UR =20V, 9J = 150 C: IR = 100
Kleinsignalkapazitét <
bei Up = 0, £ = 1 MHz: c = 15 (= 35)
Sperrverzigerungszeit
beim Umschalten von IF = 30 mA
auf Ip = 30 mA (RL = 100 Q), <
gemessen bei iR =3 mA: trr = 300

>>EE<<

a

o o ©°
a

o]

K/mW

mV
mV

paA

pF

ns

5677 VALVO HALBLEITERDIODEN



BAX 14 A

" 1000 VET300102
I I
17
(mA) |- 1117
9y=25°c | | /
100 y
y A
LI |
T
1]
T
10 }
'a
¥
Wil
l
\ Ul
0,
0 05 0y 18
VE 7300103 15 VE 7300104
2 14 Sfo Ue
o &SJo
I o ®fo (v)
(A) "
L) .
1,5 i 10 = =1t =24
EL_ e o
po 3
& ~2 — 44
g Is‘ N~ - 500,"4_‘
£ o = =5
10 F .o‘k? - o ’00'"4]_
11/.° rm\
/ 05 M~ ,a—I—i—
Ih -
05 /
4/
/]
1/
0 v 4 ) 0
0 05 10 gov) 15 0 50 100 3 (c) 200
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BAX 14 A

0,6 4 & 1300105
d [TTTIT1]
Grenzbelastungs-
dk:ggumn
T
P I
Wi £ Jeews 2,0 157 142
[T "I av 254 14 10 A
04 y y, N
7Y y N
y, 4
y, 4
4
F=3 7 rj/ N
Y Y777 go\
/ s
02 4 Y
h ,/\(}
V.
V.
N
N
N
o 50 100 200
° 02 g a0 0 ( 3, l°c)
VE 7300106 VE 73
- —— N A O
c= A HRNEERE
o ] | Briickenschaltung (B)
20 771500wF 20T mit ¢,= 1000yF
Rt min 1] U
Q) | schutzwiderstand J1000pF (v)
| bei Einwegschaltung(E)
15k Ry-Toleranz:-10%
~[ C\-Toleranz:+50%. 15
| Uy-Toleranz:+10% 500pF
AW AV e -~
VA /4 ian ~ Uyrrus =12V
4 N Ri=1,79 |
10 10 r
/ N LT
/ B— Ui rus=9V |
/ Re=1,19
'/
05 5
0 0
0 5 loUtrRMs‘V)'s 0 250 500 I,(mA) 750
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Diff

SILIZIUM ~ DRUCKKONTAKT - ALLZWECKDIODE

Mechanische Daten:

undierte, oxyd-passivierte

Gehluse: Hartglas, SOD-17

Farbkennzeichnung:

BAX 15

i 635 ine 9056
‘ I<45ﬁmrr>rr-dux—~rt255mn max

breiter Farbstreifen braun ﬂﬁf I ;
an der Katodenseite [} o ::
und U b -
schmaler Farbstreifen griin 1 0 vrr20m
. la-76min—a!

Mafangaben in mm,
Kurzdaten:
Sperrspannung, Mittelwert UR Ay = max. 150 Vv
Sperrspannung, Scheitelwert UR M = max. 180 Vv
DurchlaBstrom, Mittelwert IF Ay = max. 250 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M max. 500 mA
Sperrschichttemperatur 8J = max. 200 °C
DurchlaBspannung bei Iy = 100 mA, 8, = 25°C Up s 1V .
Sperrstrom bei Up = 150 V, 8, = 25°C  $ 200 nA
Sperrverzbgerungszeit <

beim Umschalten von IF = 30 mA auf UR =3V trr = 300 ns
Sperrverzugsladung

beim Umschalten von IF = 10 mA auf UR =5V Qs = 1 nAs
Kleinsignalkapazitdt bei UR =0, f =1 MHz C H 20 pF

VALVO HALBLEITERDIODEN

9.74
89



'NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
BAX15

)

Absolute Grenzwerfe: (gtiltig bis % max

Sperrspannung, Mittelwert:

Sperrspannung, Scheitelwert:

DurchlaBstrom, Mittelwert (tav = max. 20 ms):
DurchlaBstrom, Scheitelwert:
Uberlastungs-Stromstos (t = max. 10 us):
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Kennwerte: (bei 8J = 25°C, sofern nicht anders angegeben)

DurchlaBspannung .
bei IF = 100 mA:
bei IF = 100 mA, §
bei IF = 250 mA:

o
7 = 100°C:

Sperrstrom
bei UR = i50 V:
: o,
bei UR = 150 V, 8J = 100 °C:
Kleinsignalkapazitit
bei UR= 0, £ = 1 MHz:

Sperrverzugsladung
beim Umschalten von IF = 10 mA
auf Up =5V (nL = 500 Q):
Sperrverzdgerungszeit
beim Umschalten von I_ = 30 mA
auf Up = 3V (RL = 100 Q),

gemessen bei i = 3 mA:

R

1) Richtstrom bei sinusférmiger Eingangsspannung Io = max.
,

[=}

R AV
RM

F AV
FM

'F stoB

[ I I =]

-

c_‘@

Bin v

rr

= max, 150

max. 180
max. 250
max. 500

= max, 30

A

UAIA IA

A IA

74N

A

max. 200
min, -65
max. 200

0,4

1,0
0,92
1,35

200
10

20

300

160 mA

> E g < <

[}

© o ¢
a o

K/mW

<

T E

pF

nAs

ns
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN BAX ]5

" 1
= 2609
I 9=25°C Ur =
(mA) . " v) ] I;: 50; m{::
A
(7 e~
2 TL
400 § :y; 1 In - \250”,;;:—
b3 =SuEN il
] -~
] 1%0m 4
200 f 3 ]
J 05 - ’Omj ]
; ST
o I~ ”b4__1:
II
0 L 0
0 1 Ur(V) 2 0 100 9,(°C) 200
7
3O (T T 300 T T
L1 Irmax = Max.zuldssiger | Iy max =Max. zuldssig
Temox [T Gleichstrom 15 max bei sinusférmi-
ger Eingangs- 17
(mA) N {mA) spannung, I
f 250 Hz T .
200 ' N 200
N
A <
-
\ N 1{(‘9%
100 100 \"“," [2
\ 72
N
. \
0 : 0
0 100 9y (°C) 200 0 : 100 9, (°C) 200
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BAX ]5 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

300 L Ir Ay max = max. zuldssiger arithmetischer Mittel-
15 Ay mox wert des DurchlaBstromes bei Impuls-
e betrieb, 1,210 ms - B
(mA) oCl LI~ +
%:15 ,J"O’oc v -
T —— Ur % 50V , AN RES Zo TR
200 (1 === Ur =150V :/ : > -
1 - - - ‘\0(\0‘-' -
> ; r - b -
] o 125°CH
1 et
ot - - —Ooc____r
100 - = —— 9 g ]
T |t
— ” d - —
a L - P A 175°c_¢
=2 4
1 Z :
0 4 -
0 02 04 06 Veztp IT 09
800 PR EEEENEEN
- F Mmax =Max. zuldssiger Scheitelwert des Durch- e
! laBstromes bei Impulsbetrieb, o= 10 ms — Ugr 50V T
FMmax : —==Up =150V 1
tmA) T DNISRNS 9= 25°C
- |
\ N N ‘ "doc
400 [ NN RS TR s
“\\ AN A —— il
\ AN QUEERSN I/I(IJO°C___
N : - 3 Py
N N + b —
i et | ] P~
g - o o R e B
N i mam= N —mE T SE=
200 q . I
I~ ——— -
] L et -
P [ —— feaate |
T -
125°C p i
A L |t T
0 7T FHsgec - F175°CH
0 02 04 06 VrztpIT 09
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN /
— — BAX 18

Diffundierte, oxyd-passivierte
SILIZIUM - DRUCKKONTAKT - ALLZWECKDIODE,

vorwiegend fiir Gleichrichter-Anwendungen

Mechanische Daten:

Gehéuse: Hartglas, SOD-17

Farbkennzeichnung: .
breiter Farbstreifen braun ; *25.""‘*"1*&1?(*[‘25.‘""“ | Croa
an der Katodenseite 1
und géf == ;
schmaler Farbstreifen grau } " 34 d
; U™ max ™u
MaBSangaben in mm. m 0 verom
be—76min—!
Kurzdaten:
Sperrspannung UR = max. % v
Durchlafistrom, Mittelwert IF Ay = max. 350 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = max. 2 A
Sperrschichttemperatur &J = maX. 200 °c
DurchlaBspannung bei I = 2 A, 8 = 150°¢ Up S 2 Vv
Sperrstrom bei Up = 75V, 8; = 150°C Iy s 100 puA
VALVO HALBLEITERDIODEN 9.74
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BAX 18

Absélute Grenzwerte: (giltig bis SJ n

Sperrspannung

DurchlaB-Gleichstrom:
DurchlaBstrom, Mittelwert:
DurchlaBstrom, Scheitelwert:
Uberlastungs-StromstoB:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Kennwerte:
DurchlaBspannung ° :
bei I, =24, 8 = 150 C:
F < J

UF = 2 Vv
Sperrstrom o
bei UR =175V, 8J = 150 C:

<
IB = 100 uA

Kleinsignalkapazitét
beiUR=0, f = 1 MHz:

C < 35 pF

———————

1) bei Gleichrichterbetrieb

2) Scheitelwert einer sinus—
f6rmigen Stromhalbwelle
bei 50 Hz-Betrieb,

t = max. 10 ms

ax

)

= max. 75 vV
= max. 500 mA
Ip AV = max. 350 mA 1)
FM = max. 2 A
iF stog = Mexe 6 A 2)
= max. 200 °c
= min. -65 °c
= max. 200 °c¢
N 0,3 K/mW
th U = ) m
730339
4 [ [ 1 T
ENRRNAREERERRER
% = 25°C 11
I — = Mittelwert <44
(A ~—~ = oberer Streuwert ::E
von Ug I
2
7
1 v
y
y
0
0 UF(V) &

777
94
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BAX18 A

SILIZIUM - PLANAR - EPITAXIAL - ALLZWECKDIODE,

vorwiegend fiir Gleichrichter-Anwendungen

Mechanische Daten:

Givhiiuse: Glas, JEDEC DO-35 ‘,‘n'sz » 056

=T

——}
254 4,25 254

Die Katodenseite ist
farbig gekennzeichnet.

MaBangaben in mm.

min max min VF 72 0200

Kurzdaten:

Sperrspannung Uﬁ = max. % Vv
DurchlaBstrom, Mittelwert IF Ay = max. 400 mA
DurchlaBstrom, Scheitelwert IF M = mex. 2 A
Sperrschichttemperatur %J = max. 200 °C
DurchlaBspannung bei IF =2 A, &J = 150°C UF § 1,4 V
Sperfstrom bei UR =175V, 6J = 150°¢ IR é 100 pA

VALVO HALBLEITERDIODEN 7.77
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BAX 18 A

Absolute Grenzwerte: (gﬁltig bis §

Sperrspannung:

DurchlaB-Gleichstrom:
DurchlaBstrom, Mittelwert (tav < 90
DurchlaBstrom, Scheitelwert:
Uberlastungs-Stromsto8 (t = 10 ms):

Sperrschichttemperatur:
Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:
——l S anc

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

Kennwerte:
Fa LA SR

DurchlaBspannung
. [
bei IF =2 A, sJ = 150 C:
Sperrstrom
bei U, = 75 V, $_ = 150°C:

R J -
Kleinsignalkapazitit

bei UR =0, £ =1 MHz:

J max

ms):

1

)

= max. 75
= max. 500
= max. 400
= max. 2
= max. 6
= max. 200
= min. =65
= max. 200
< 0,38
< 1,4
s 100
= 15 (2 35)

1) Scheitelwert einer sinusfSrmigen Stromhalbwelle bei 50 Hz-Betrieb,

o
SJ =25C

> > E E <

o]

e © ©°
a o

K/mW

A

777 ' ' VALVO HALBLEITERDIODEN
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BAX18 A

100 730341
IR,
(pA) Ur=75V
10 -/
(V)] /
o'mo 100 9, (°C) 200
VE7300103 ‘:5 VE 7300
. Hiae77
Ie 0 wflo
(A) ‘;‘ Y
o .
1,5 / 7 10 S I F =24
E ——4 o o -
= 2
£ g = - ] 500 ma
10 gl Vs O = Tom 1 L]
g 3 7; ‘00"74 ]
11/
5 = I
g N "Lrn,q—
05 /
/
7l
Y 1/
0 d 0
0 05 0 yv) 15 0 50 100 3, (°c) 200
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BAX 18 A

06 ! E 7300105
g LI T T HITg
Grenzbelastungs-
diagramm
3 T
W) :
( ::Fg FAR 2,0 1,57 1,42
- Teav 2,54 A Aamgy) A
V.
0,4 ave. y, N
, { l' N
y, y
A y, 4 N
- p,
F=3 v 994 7 N
944 Ny
ARDA
V0.0.7s AR
02 ” /\g"’\c
A pd
l'
A A
A
] .
N
N
okt
0 2 o % 0 50 00 g (o) 200
T T T T T T IVS73°3‘! T
|
(3
Rtmin ‘QQZ
Q) s/
.
V4
5 QQ
7 BRI
P4 | € \
4 o ) 25 U"RMS = ZOV‘Q =
LA D g ~~~:‘9.0=1w°up
) T 1500 A
} v, ]
/’4’ L
:(‘
N adEREN! 0
0 10 20 Uy, pustv) 30 0 025 4 (a) 05

97é77 VALVO HALBLEITERDIODEN



NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

BAY 66

Doppeltdiffundierte
SILIZIUM - LEISTUNGS - VARAKTORDIOIE

fiir Frequenzvervielfacher
mit. Ausgangsfrequenzen bis 1000 MHz

Mechanische Daten:

Geh#use : Metall

Die Katode ist mit dem
Geh#use verbunden.

MaBangaben in mm.

* .
e j’.’: ¢ Max.8
3 3 >
: S —F
-+
R -]
t—— max.14,5 —p»
—————— 26,2209 —

Kurzdaten:
Sperrspannung Up = max. 100 V
DurchlaBstrom, Scheitelwert Ip y = max. 400 mA
Verlustleistung bei 35 = 100 °C Pioy = max. B W
Sperrschichttemperatur %5 = max. 150 °c
Sperrstrom bei Up = 100 V, 95 = 25 °C S 10 pA
Kapazit#it bei Up = 0, f = 10 MHz Co = 25 pF
bei Up = 100 V, £ = 10 MHz Cigp =  4++-6 pF
Grenzfrequenz ) fg = 25 GHz

VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 12]-67515



BAY 66 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Absolute Grenzwerte: (gliltig bis 9y . )

Sperrspannung: UR = max. 100 V
DurchlaBstrom, Scheitelwert: Ip y = max. 400 mA
Gesamtverlustleistung: Piot = max. 12 W
Sperrschichttemperatur: S5 = max. 150 °C
Lagerungstemperatur: 3g = min. =55 °C

3g = max. 150 °C
Wermewiderstand:

Widrmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rip y = 120 grd/w
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Geh#use: Ry o = 10 grd/W

Kennwerte: (bei $; = 25°C, sofern nicht anders angegeben)

Sperrstrom

bei Up = 100 V: Ip =0,1 (5 10) pa *)
bei Up = 100 V, 85 = 150 '°C: Ip = 8 (£ 200) pa
Kapazit¥t

bei Up = 0,5 V, £ = 10 MHz: c = 65 pF
bei Up = 0, f = 10 MHz: Cyg = 25 pF
bei Up = 100 V, £ = 10 MHz: Cigp = 4...6 pF *)
Streukapazitit: % = 1,4 pF
Serieninduktivit¥t: LS = 13 nH
Serienwiderstand

bei Up = 48 V, £ = 250 MHz: Rg =1,3 (% 2) o
Grenzfrequenz 1): . £, = 25 (2 20) GHz
*) AQL = 0,65 %

Ly 1

& 2. Rg Cq
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN BAY 66

Frequenzverdoppler 232,5 MHz auf 465 MHz:
Wirkungsgrad n = 70 %

0200 i A "

/'cl b L2 | Ly 50Q

2 Cs °

Eingang ;;:? R "!E "IE

Cy 7T¢ 7T¢s Ausgang
° I °
R = 100 k@ Ly = 0,17 uH
c; & 25 pF 4 Wdgn. 1,5 mm Cu versilbert, § = 10 mm
o £ 6 pF Ly = 0,07 uH .
cg $ 3 pF 2 Wdgn. 2 mm Cu versilbert, § = 10 mm
Cq4 = 0,4 pF Ly = 0,03 yH (2 ~ 130 Q)
Cy < 6 pF 4 mm x 1,5 mm Messing versilbert, 60 mm lang,

Chassiaahstand 8 mm, Anzapfung bei 14,5 mm
vom masseseitigen Ende

Frequenzverdreifacher 155 MHz auf 465 MHz:
Wirkungsgrad n = 65 %

o 509 1 Y'Y\ _a - r\r\r\_h__l}__‘
o b b c I“ 509
) 2
Eingang ;£ R L ...£ s ;£ ————0 3
CI c 7 C‘ C‘ Aumng
oz ® b ! -0
R = 100 k@ Ly =0,33 uB B
¢, < 25 pF 6 Wdgn. 1 mm Cu versilbert, § = 11 mm
€y & 6 pF Ly = 0,13 uH '
Cy < 3 pF 4 Wdgn. 1,5 mm Cu versilbert, f = 9 mm
c, S 3 pF Ly = 0,05 uH
Cs = 0,4 pF 2 Wdgn. 2 mm Cu versilbert, f = 7 mm
cg S 6 pF Ly =0,03 uH (7 ® 130 Q)
4 mm x 1,5 mm Messing versilbert, 60 mm lang,
Chassisabstand 8 mm, Anzapfung bei 14,5 mm
vom masseseitigen Ende
VALVO HALBLEITERDIODEN UND TRANSISTOREN 11.67
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BAY 66 NICHT FUEE_!!NTWICKLUNGEN

Frequenzverdoppler 500 MHz auf 1000 MHz:
Wirkungsgrad n = 50 %

N | 2l S |

509 IL: Al Al |L, 500
o < R O = —o°
Eingang G ) 7T ¢ Ausgang
O : * O
R = 100 k@ Ly = versilbertes Messingband 4 mm x 1,5 mm,
c < 3,5 pF 59 mm lang, Chassisabstand 8 mm, Anzapfung
Cl < 3.5 - bei 14 mm vom masseseitigen Ende

g9 = 940 P
C Scheiben 10 mm # L = versilbertes Messingrohr 7 mm ﬁ, 46 mm lang,

3 2
c mit variablem mittl. Chassisabstand 14 mm, Anzapfung

4 Abstand bei 11 mm vom masseseitigen Ende

Schaltungsaufbau, Unteransicht
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